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简介

随着人们对汽车应用中功能更丰富的信息娱乐和 ADAS 子系统的需求不断增加，电子控制单元的复杂性逐年增

加。在汽车反向电池保护设计中，选择可驱动 N 沟道 MOSFET（而不是传统 P 沟道 MOSFET）的理想二极管控

制器，可实现更高的热效率、更小的设计尺寸，以及在 ISO7637-2、ISO16750-2 等汽车标准定义的各种汽车瞬态

下具有稳健性能等优势。

通过控制背对背连接的 N 沟道 MOSFET，可以实现浪涌电流限制、过压和过流保护等附加功能，从而提供完整的

电源路径保护。理想二极管还具有低功耗关断模式，允许系统设计人员在汽车系统处于睡眠模式（当车辆熄火或

停车时）时关闭控制器，以满足低静态电流预算要求。但是，即使在车辆熄火时，也必须为一些常开负载供电。

此类负载的示例包括，监测和监控器微控制器以及周围的电源管理元件（例如低压降稳压器、直流/直流转换器和

存储器器件）。

这主要有助于在系统处于睡眠模式时监测关键系统参数，并在系统从低功耗睡眠模式转换到工作模式时加快系统

唤醒速度。本应用简报重点介绍了 LM74912-Q1 睡眠模式特性，该特性通过过压和过流保护等系统级保护为常开

负载供电，有助于保持 5μA 的超低静态电流消耗。

在睡眠模式下为常开负载供电的典型方法

图 1 展示了当车辆或汽车系统处于睡眠模式时，为常开负载供电的典型方法。
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图 1. 为常开负载供电的典型方法
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为常开负载供电的最简单方法之一是，将负载从背对背连接的 MOSFET 的共漏极点连接起来。在这种情况下，理

想二极管控制器在睡眠模式下保持低功耗状态，从而禁用 DGATE 和 HGATE 栅极驱动。常开负载通过理想二极管 

MOSFET Q1 的体二极管供电。尽管该技术可以为常开负载供电，但不提供任何系统级保护，例如过压保护（在

车辆快速启动时）或过流保护（在负载侧发生故障时）。

一些汽车系统包含在背对背连接 MOSFET 的输出端连接的常开负载。LM74912-Q1 的睡眠模式专门设计用于为在

背对背连接共漏极拓扑 MOSFET 输出端连接的常开负载供电。

LM74912-Q1 睡眠模式功能

LM74912-Q1 支持低 IQ 睡眠模式运行。此模式可通过将 SLEEP 引脚拉至低电平（EN = 高电平）来启用。在睡

眠模式下，器件会关闭内部电荷泵和软件开关，并禁用 DGATE 和 HGATE 驱动器，从而实现 6μA（典型值）的

低电流消耗。与此同时，器件会为常开负载供电，这些负载通过内部低功率 MOSFET（典型导通电阻为 7Ω）连

接到 OUT 引脚上。在此模式下，器件可支持 140mA 的峰值负载电流。
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图 2. LM74912-Q1 睡眠模式典型应用电路

当 LM74912-Q1 器件处于睡眠模式时，该器件可提供以下类型的系统级保护。
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过压保护

在睡眠模式下，LM74912-Q1 可针对输入过压事件提供保护。该器件可配置为过压切断或过压钳位模式，默认过

压阈值为 21V（典型值）。在过压切断模式下（SLEEP OV 引脚连接至 C），器件内部的旁路开关保持关闭状

态，除非 VIN 降至 OV 阈值以下。在过压钳位模式下（SLEEP OV 引脚连接至 OUT 引脚），通过睡眠模式 FET 
的迟滞开/关控制将输出电压钳制在过压设定点附近。

要为睡眠模式实现更高的过压阈值，请在 SLEEP_OV 引脚和 OUT/C 引脚之间添加一个外部齐纳二极管，如图 3 
所示。在为 24V 或 48V 供电系统配置过压阈值时，此功能非常有用。
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图 3. 使用外部齐纳二极管的可调睡眠过压阈值

过流保护

LM74912-Q1 在睡眠模式下提供过流保护，其典型过流阈值为 250mA。如果在睡眠模式下发生过流事件，器件会

通过断开内部 MOSFET 开关并锁存器件来保护内部 FET。

热关断保护

作为一层额外的保护，器件还在睡眠模式下具有带闭锁功能的热关断，以防器件在睡眠模式下过热。要关闭锁存

模式，用户必须切换 SLEEP 或 EN 引脚。

结语

对于需要通过断路器功能、电流监控输出和睡眠模式实现精确过流保护的应用，LM74912-Q1 可用于通过睡眠模

式功能实现全面的电源路径保护。如需更多信息，表 1 列出了器件建议。

表 1. 备选器件建议

器件 说明

LM74900-Q1 具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管。

LM74910-Q1 具有断路器、200kHz ACS 以及欠压和过压保护功能的汽车类理想二极管。
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